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近年、スマートフォンの置き型充電などの普
及と共にマイクロ波を用いた無線電力伝送技
術に注目が集まっている。この技術のマイクロ
波受信側であるレクテナ回路の RF/DC 変換効
率は，整流部で使用されるショットキーバリア
ダイオード（SBD）の立ち上がり電圧や逆方向
リーク電流などの特性が影響することが知ら
れている。我々が以前報告した SBDは，Niの
代わりに TiN をショットキー電極として用い
て低い立ち上がり電圧を実現したものであっ
た[1]。しかし，TiN電極はその低いショットキ
ー障壁から Niに比べ逆方向リーク電流が大き
くなる課題を含んでいた[2]。そこで今回我々
は，逆方向リーク電流の低減に着目し，Ni よ
りも仕事関数の高いNiNを電極とした SBDに
ついて報告する。 

今研究に用いたウェハはサファイア基板上
に n-GaN（2×10

17
 cm

-3
)を成長させている。始

めにオーミック電極として Ti/Al/Ti/Au

（50/200/40/40 nm）をスパッタで成膜した後，
窒素雰囲気中 850℃で 100 秒間アニールした。
次にショットキー電極を NiN/Au（100/40 nm）
堆積させた。NiNの蓄積は，Arと N2の混合雰
囲気中（15:15 sccm）で反応性スパッタによっ
て成膜した。NiNの成膜時の N2流量は，Arと
N2合計流量を 30 sccmとし N2割合を変化させ
た前実験において一番逆方向リーク電流を低
減した条件を用いた。また，XRD（Fig. 1）に
よって成膜したNiNの組成は主にNi2Nである
ことを確認した[3]。NiN の比較対象には，同
条件で作製した Ni電極の SBDを用意した。 

評価には，直径 200 μmの円形 SBDを用い，
電流-電圧（I-V）特性と容量‐電圧（C-V）特
性を得た。Fig. 2は NiNと Ni電極の I-V特性
である。NiNの立ち上がり電圧は Niと比較し
て 0.1 V程度増加し，逆方向リーク電流は 1桁
程度低減した。また，理想因子 nとショットキ
ー障壁高さφbを算出すると，n値は NiNと Ni

共に 1.1 程度であり，φbは NiN で 1.03 eV，
Niで 0.88 eVであった。C-V測定からも障壁高
さが NiNで 1.08 eV，Niで 0.98 eVであり，NiN

電極が Ni電極よりも高い障壁を作ることが確
認できた。 

これらの結果は，NiNを用いることで逆方向
リーク電流の低減の実現を示している。そして，
更なる NiN の成膜の最適化によってレクテナ
回路の RF/DC 変換効率の向上の可能性を示し
ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 XRD of NiN (Ar:N2=15:15 sccm) and 

Ni(Ar:N2=30:0sccm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 I-V characteristics of NiN and Ni SBD. 
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